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1. Na nevtralnem substratu nastane sloj ionskega kristala, ki tvori kvadratno mreºo z meda-
tomsko razdaljo 1 Å. Vzporedno s povr²ino, v smeri ene od stranic kvadratne mreºe vpada
nemonokromatski snop rentgenskih ºarkov z energijami med 4 keV in 9 keV.

(a) Dolo£i vse kote, pri katerih dobimo Braggove odboje. Izra£unaj energije sipanih rent-
genskih ºarkov.

(b) Oceni vezavno energijo kristala na enoto povr²ine na osnovi Coulombskih interakcij.
Predpostavi, da so ioni v kristalu enkrat ionizirani.

2. Elektroni v dvodimenzionalni strukturi £itijo ²ibek potencial oblike

U (r) = U0

n∑
i=1

cosqi · r,

kjer vektorji qi z dolºino |qi| = q tvorijo n-krako zvezdo. Za n = 4 dolo£i

(a) pripadajo£o Bravaisovo mreºo s primitivnima vektorjema ter njej ustrezajo£o recipro£no
mreºo. Skiciraj tudi Wigner-Seitzovo celico recipro£ne mreºe.

(b) Izra£unaj razcep najniºje leºe£ih energijskih pasov pri k = K/2, kjer je K primitivni
vektor recipro£ne mreºe.

3. Obravnavaj polprevodni silicij, dopiran z arzenom. Podatki: ²irina energijske reºe v siliciju je
1.12 eV, vezavna energija donorskih nivojev arzena je 0.05 eV, efektivna masa prevodni²kih
elektronov je 1.08 mase elektrona, efektivna masa vrzeli v valen£nem pasu pa 0.81 mase
elektrona.

(a) Pri temperaturi 100 K je kemijski potencial na donorskem nivoju. Izra£unaj koncen-
tracijo donorjev. Predpostavi, da je polprevodnik nedegeneriran.

(b) Upravi£i predpostavko, da je polprevodnik nedegeneriran.


